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Przyrzad pélprzewodnikowy

Wynalazek dotyczy przyrzadu pélprzewodnikowe-
go, ktérego dzialanie opiera sie na wykorzystaniu
elektrycznych wlasnos$ci ztgcza 1 — h. )

W znanych konstrukcjach przyrzadéw poéliprze-
wodnikowych zlgcze 1 — h stanowi element wsp6t- 5
pracujgcy ze zlgczem p — n. Na tej zasadzie kon-
struowane sg diody o logarytmicznej charaktery-

styce bedgce

przedmiotem patentu polskiego nr

48976 lub potegowej zalezno$ci pragdu przewodzenia
od napiecia, jak réwniez fotodioda wielkiej cze- 10

stotliwosci.

W znanych konstrukcjach fotoelektrycznych przy-
rzadow polprzewodnikowych kontakty sg wyko-
nywane jako kontakty powierzchniowe typu pt,

p lub n*t, n uzyskane np. przez napylenie. Sg to 15
kontakty typu metal-pélprzewodnik charakteryzu-
jace sig bardzo duzg szybko§cig rekombinacji nos-

nik6w mniejszoSciowych.

Nie sg to zlgcza typu

1 — h, bo nie majg obszaru h.

W przeciwienstwie do tego zlgcze 1 — h ma silnie 20
domieszkowang warstwe polprzewodnika (obszar h).
Celem wynalazku jest stworzenie przyrzadu poéi-
przewodnikowego o duzej czulosci i tatwego do wy-

konania.

Wynalazek dotyczy przyrzadu poéiprzewodnikowe- 25
go, ktorego dzialanie opiera sie wlasnie na wyko-

rzystaniu elektrycznych wtlasno$ci
Istote wynalazku stanowia dwa zlgcza

1 — h.

dwéch zigcz

1 — h, a zawarty miedzy nimi obszar ma grubo$é¢
mniejsza od dlugo$ci dyfuzyjnej no$nikéw mniej- 4
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szoSciowych w nim, natomiast obydwa obszary ty-
pu ,,h” majg grubosSci wieksze od dlugosci dyfu-
zyjnej no$nikéw mniejszoSciowych w tych obsza-
rach. :

Przyrzad wedlug wynalazku przedstawiony jest
na rysunku, na ktérym fig. 1 przedstawia jego sche-
matyczny rysunek, fig. 2°'— charakterystyke pra-
dowo-napieciows, fig. 3 — jego charakterystyke po-
jemno$ciowo-napieciows.

Obszar 1 pélprzewodnika o duzej oporno$ci wia-
§ciowej i gruboSci W mniejszej niz diugo$é dyfu-
zyjna no$nik6w mniejszo§ciowych w tym obszarze,
znajduje sie pomiedzy dwoma obszarami h silnie do-
mieszkowanego péiprzewodnika o tym samym ty-
pie przewodnictwa. W ten spos6b powstaje przy-
rzad o dwoch ztgczach 1 — h. Obszary h majg gru-
bosci wieksze od odpowiadajgcych im dilugo$eci dy-
fuzyjnych no$hikéw mniejszo$ciowych i zaopa-
trzone s3 w niskoomowe odprowadzenia C. )

Przyrzad poélprzewodnikowy z dwoma zlgczami
1 — h ma symetryczng, nieliniowg charakterysty-
ke prgdowo-napieciowg. Na fig. 2 przedstawione
sg charakterystyki przy réznych warto$ciach stru-
mienia §wietlnego P Nachylenie tej charakterysty-
ki w zakresie bardzo ‘malych napieé polaryzacji
wynika z oporno$ci wlasciwej obszaru 1 i wymiaréw
geometrycznych przyrzagdu i maleje w miare wzro-
stu napiecia polaryzacji. Ponadto ma symetryczna,
nieliniowg charakterystyke pojemnoSciowo-napie-
ciowy (fig. 3), przy czym warto$é pojemno$ci ma-



3

leje w miare wzrostu napiecia polaryzacji. Charak-
teryzuje sie réwniez bardzo duza czuloScig foto-
elektryczng.

Zastrzezenie patentowe

Przyrzad poOlprzewodnikowy znamienny tym, Ze
stanowig go dwa zlgcza (1 — h) o zblizonych wy-
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miarach, przy czym grubo$§¢ zawartego pomiedzy
nimi obszaru (1) jest mniejsza niz dlugo$é dyfu-
zyjna no$niké6w mniejszoSciowych w tym obszarze,
natomiast obydwa obszary silniej domieszkowane (h)
majg grubosci wieksze od dlugo$ci dyfuzyjnych nos-
nikéw mniejszoSciowych w tych obszarach i sg
zaopatrzone w niskoomowe odprowadzenia (C).
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